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（２）ドレイン電荷QD

しなさい。以下になることを導出

がのドレイン電荷状態のて、照強反転モデルを用い簡単化されたソース参 DQMOSFETQS
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の関係と

　　

転層電荷：単位面積当たりの反
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照強反転モデル簡単化されたソース参
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参考にしなさい。導出にあたり、以下を

ト酸化膜容量単位面積当たりのゲー
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（３）ＭＯＳＦＥＴの飽和特性

（４）サイリスタ（公開講座）

・レポート提出期限 ２０１９年７月３１日（水）
・提出場所 電気系 事務局

強反転状態にあるMOSFETにおいて、ドレイン電圧をゼロから

上げていくとあるドレイン電圧でドレイン電流が飽和します。
この現象がなぜ起こるのか、その理由を説明しなさい。

サイリスタ、GTO、Triacの各動作メカニズムについて説明し
なさい。


